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【背景と目的】近年、半導体デバイスを構成する材料として、非常に興味深い電気的特性を有し

ており、ボトムアップ的に構造を作製できるシリコンナノ結晶に注目が集まっている。[1] [2] 現

在このシリコンナノ結晶に関して様々な研究が行われており、新しい電子デバイスが作製できる

と期待されている。しかし我々の作製方法ではシリコンナノ結晶膜の電気伝導度が非常に低くな

ってしまうという問題点が存在することが分かっ

てきた。原因としてシリコンナノ結晶間の粒界や

隙間によるトラップが非常に多いということが考

えられる。本研究ではそうしたトラップの密度や

深さを空間電荷制限電流(SCLC)法によって分析し

た。 

【実験結果】本研究ではシリコン基板上に図1に示

す櫛型の電極を作製し，その上にシリコンナノ結

晶(直径10 nm程度)をランダムに堆積させ，その電

気特性，温度特性を測定した。L = 40 nmのデバイ

スで室温において電気特性を測定した結果は図2

のようになった。図2を見ると0.7 V以上の電圧では

SCLCが流れていることが分かる。そこでSCLCの

電流密度を表す式 

 

を用いてトラップの深さや密度について解析した

[3]。 
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図 1 櫛形電極の概略図 

図 2 シリコンナノ結晶の電気特性
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